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　　第38回イオンビーム工学研究所シンポジウム，法政大学，小金井（2019/12）

54．Yuki Minakawa, Taichi Umehara, Akinori Izumiyama, Yasushi Ishiguo, Kazuyuki Takai 
　　MoS2の伝導度における基板化学修飾効果
　　第38回イオンビーム工学研究所シンポジウム，法政大学，小金井（2019/12）

55．Zen Inoue, Yasushi Ishiguro, Baranov Alexader, Nabiev Igor, Kazuyuki Takai
　　グラフェンと量子ドットとの界面における相互作用の解明
　　第38回イオンビーム工学研究所シンポジウム，法政大学，小金井（2019/12）

56．Yangzhou Zhao, Hiroki Yokata, Haruna Ichikawa, Kazuyuki Takai
　　Ion-beam irradiation effects on the structure and electronic properties of MoS2
　　The 38th Symposium on Materials Science and Engineering Research Center of Ion Beam Technology, 
Hosei University, Tokyo（2019/12）

57．大串　叡壮，中村　俊博
　　Eu賦活ストロンチウムアルミネート赤色蛍光体の発光特性
　　第80回応用物理学会秋季学術講演会，北海道大学，札幌（2019/9）．

58．大坪　準， 越田　信義， 中村　俊博
　　多孔質Siの破砕により作製したナノ結晶Siコロイド粒子の発光特性と表面状態の影響
　　レーザー学会学術講演会第40回年次大会，仙台国際センター，仙台（2020/1）．

59．小松　亮介，山本　泰生，中村　俊博
　　高強度レーザー照射により酸化亜鉛マイクロ粒子表面に形成したナノ構造からのランダムレーザー発振
　　レーザー学会学術講演会第40回年次大会，仙台国際センター，仙台（2020/1）．

60．永井　涼， 片岡　洋右， 緒方　啓典
　　分子動力学シミュレーションによる単層カーボンナノチューブ内包多環芳香族炭化水素分子の一次元積
層構造の研究

　　日本コンピュータ化学会2019年春季年会，東京工業大学，東京（2019/6）．

61．緒方　啓典，西村　智朗，伊東　和範，小林　敏弥，牛膓　雅人，深澤　祐輝，梅田　龍介
　　ハロゲン化鉛ペロブスカイト化合物薄膜におけるイオン照射効果（Ⅲ）
　　第80回応用物理学会秋季学術講演会，北海道大学，札幌（2019/9）．
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62．深澤　祐輝，伊東　和範，小林　敏弥，牛膓　雅人，梅田　龍介，緒方　啓典
　　有機-無機ペロブスカイト化合物薄膜の耐久性評価（Ⅳ）
　　第80回応用物理学会秋季学術講演会，北海道大学，札幌（2019/9）．

63．小林　敏弥，伊東　和範，牛膓　雅人，深澤　祐輝，梅田　龍介，緒方　啓典
　　表面処理を施した正孔輸送層を用いた逆構造型ペロブスカイト太陽電池の作製及び特性評価 
　　第80回応用物理学会秋季学術講演会，北海道大学，札幌（2019/9）．

64．牛膓　雅人，伊東　和範，小林　敏弥，深澤　祐輝，梅田　龍介，緒方　啓典
　　ハロゲン化鉛ペロブスカイトナノ結晶薄膜の作成および物性評価Ⅱ
　　第80回応用物理学会秋季学術講演会，北海道大学，札幌（2019/9）．

65．梅田　龍介，伊東　和範，牛膓　雅人，小林　敏弥，深澤　祐輝，緒方　啓典
　　ハロゲン化セシウム鉛ペロブスカイト薄膜の作製と特性評価
　　第80回応用物理学会秋季学術講演会，北海道大学，札幌（2019/9）．

66．伊東　和範，梅田　龍介，小林　敏弥，牛膓　雅人，深澤　祐輝，緒方　啓典
　　ペロブスカイト太陽電池を構成する電子輸送層の表面処理効果（Ⅱ）
　　第80回応用物理学会秋季学術講演会，北海道大学，札幌（2019/9）．

67．永井　涼，緒方　啓典，片岡　洋右
　　分子動力学シミュレーションによる単層カーボンナノチューブ内包多環芳香族炭化水素分子の一次元積
層構造の研究（Ⅱ）

　　日本コンピュータ化学会2019秋季年会，JMSアステールプラザ，広島（2019/10）．

68．緒方　啓典，長嶺　侑史，阿部　雄帆
　　単層カーボンナノチューブ薄膜のキャリアの種類および熱電特性の制御
　　第29回日本MRS年次大会，横浜（2019/11）．

69．永井　涼， 片岡　洋右， 緒方　啓典
　　多環芳香族炭化水素分子カプセル化単層カーボンナノチューブの分子動力学シミュレーション（Ⅲ）
　　第29回日本MRS年次大会，横浜（2019/11）．

70．牛膓　雅人，伊東　和範，小林　敏弥，深澤　祐輝，梅田　龍介，緒方　啓典
　　ハロゲン化鉛ペロブスカイトナノ結晶薄膜の作成及び物性評価
　　第38回法政大学イオンビーム工学研究所シンポジウム，法政大学，小金井（2019/12）．

71．梅田　龍介，伊東　和範，小林　敏弥，牛膓　雅人，深澤　祐輝，緒方　啓典
　　ハロゲン化セシウム鉛ペロブスカイト薄膜へのポスト処理効果
　　第38回法政大学イオンビーム工学研究所シンポジウム，法政大学，小金井（2019/12）．

72．深澤　祐輝，伊東　和範，小林　敏弥，牛膓　雅人，梅田　龍介，緒方　啓典
　　混合有機-無機ペロブスカイト化合物薄膜の各種環境下における耐久性評価
　　第38回法政大学イオンビーム工学研究所シンポジウム，法政大学，小金井（2019/12）．
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73．伊東　和範，小林　敏弥，牛膓　雅人，深澤　祐輝，梅田　龍介，緒方　啓典
　　酸化亜鉛を電子輸送層に用いたペロブスカイト太陽電池の表面処理効果
　　第38回法政大学イオンビーム工学研究所シンポジウム，法政大学，小金井（2019/12）．

74．小林　敏弥，伊東　和範，牛膓　雅人，深澤　祐輝，梅田　龍介，緒方　啓典
　　表面処理を施した正孔輸送層を用いた逆構造型ペロブスカイト太陽電池の作製および物性評価
　　第38回法政大学イオンビーム工学研究所シンポジウム，法政大学，小金井（2019/12）．

75．渕沢　淳一，伊東　和範，小林　敏弥，牛膓　雅人，深澤　祐輝，梅田　龍介，緒方　啓典
　　ビスマス系ペロブスカイト化合物薄膜の構造と物性
　　第38回法政大学イオンビーム工学研究所シンポジウム，法政大学，小金井（2019/12）．

76．横川　聖一，伊東　和範，小林　敏弥，牛膓　雅人，深澤　祐輝，梅田　龍介，緒方　啓典
　　ハロゲン化鉛ペロブスカイト単結晶の物性評価
　　第38回法政大学イオンビーム工学研究所シンポジウム，法政大学，小金井（2019/12）．

77．秦　颯希，伊東　和範，小林　敏弥，牛膓　雅人，深澤　祐輝，梅田　龍介，緒方　啓典
　　2D-3D ペロブスカイト化合物薄膜の作製と構造評価
　　第38回法政大学イオンビーム工学研究所シンポジウム，法政大学，小金井（2019/12）．

78．森井　寛之，深澤　祐輝，伊東　和範，小林　敏弥，牛膓　雅人，梅田　龍介，緒方　啓典
　　PbS量子ドットの作製および同薄膜の物性評価
　　第38回法政大学イオンビーム工学研究所シンポジウム，法政大学，小金井（2019/12）．

79．永井　涼，片岡　洋右，緒方　啓典
　　分子動力学シミュレーションによる単層カーボンナノチューブ内包多環芳香族化合物の局所構造の研究
　　第38回法政大学イオンビーム工学研究所シンポジウム，法政大学，小金井（2019/12）．

80．阿部　雄帆，長嶺　侑史，緒方　啓典
　　単層カーボンナノチューブの金属-半導体分離と金属単層カーボンナノチューブの物性評価
　　第38回法政大学イオンビーム工学研究所シンポジウム，法政大学，小金井（2019/12）．

81．長嶺　侑史，阿部　雄帆，緒方　啓典
　　半導体単層カーボンナノチューブ薄膜への化学ドーピングによる物性制御
　　第38回法政大学イオンビーム工学研究所シンポジウム，法政大学，小金井（2019/12）．

82．沼田　駿佑，緒方　啓典
　　プラズマCVD法により各種基板上に作製したナノカーボン薄膜の構造と物性
　　第38回法政大学イオンビーム工学研究所シンポジウム，法政大学，小金井（2019/12）．

83．井手　克， 緒方　啓典
　　非対称ドナーを用いた電荷移動錯塩の合成と物性評価
　　第38回法政大学イオンビーム工学研究所シンポジウム，法政大学，小金井（2019/12）．
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84．渕沢　淳一，梅田　龍介，伊東　和範，牛膓　雅人，小林　敏弥，深澤　祐輝，秦　颯希， 緒方　啓典
　　ビスマス系化合物薄膜の構造と物性評価
　　第67回応用物理学会春季学術講演会，上智大学，東京（2020/3）．

85．秦　颯希，伊東　和範，小林　敏弥，牛膓　雅人，深澤　祐輝，梅田　龍介，緒方　啓典
　　二次元/三次元混合ハロゲン化鉛ペロブスカイト化合物薄膜の耐久性評価
　　第67回応用物理学会春季学術講演会，上智大学，東京（2020/3）．

86．梅田　龍介，伊東　和範，牛膓　雅人，小林　敏弥，深澤　祐輝，緒方　啓典
　　ハロゲン化セシウム鉛ペロブスカイト薄膜への表面処理効果が耐久性およびキャリア輸送特性に与える
効果

　　第67回応用物理学会春季学術講演会，上智大学，東京（2020/3）．

87．緒方　啓典，西村　智朗，梅田　龍介
　　ハロゲン化鉛ペロブスカイト化合物薄膜におけるイオン照射効果（Ⅳ）
　　第67回応用物理学会春季学術講演会，上智大学，東京（2020/3）．

88．橋本　賢弥，野村　拓哉，大島　寿郎，水野　潤，笠原　崇史
　　液体有機半導体を含有する伸縮性薄膜の作製
　　令和２年電気学会全国大会，3-137，東京電機大学，東京（2020/3）．

89．岡田　紘治，笠原　崇史
　　酸化物半導体ナノ粒子を埋め込んだマイクロ流体電気化学発光デバイス
　　第38回法政大学イオンビーム工学研究所シンポジウム， 法政大学，小金井（2019/12）

90．鯉沼　祐伍，水野　潤，笠原　崇史
　　マイクロ流体電気化学発光ディスプレイに向けたアントラセン誘導体ホストの検討
　　第36回センサ・マイクロマシンと応用システムシンポジウム
　　アクトシティ浜松，浜松（2019/11）．

91．山田　悠太朗，笠原　崇史
　　液状ピレン誘導体を用いたマルチカラーマイクロ流体有機EL
　　高密度励起ナノ・マイクロ光材料研究会-スタートアップ集会-，法政大学，小金井（2019/9）.

Ⅲ．招待講演・依頼講演

１．Tomoyoshi Mishima
　　Vertical GaN p-n junction diodes fabricated on GaN substrates
　　Materials Research Meeting 2019 (MRM2019), Yokohama Symposia (2019/12).

２．Tomoyoshi Mishima
　　High Breakdown Voltage Vertical p-n Junction GaN Diodes
　　13th International Conference on Nitride Semiconductors 2019 (ICNS-13), Bellevue, Washington, USA 
(2019/7). 
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３．Fumimasa Horikiri, Hiroshi Ohta, Naomi Asai, Yoshinobu Narita, Takehiro Yoshida, and Tomoyoshi 
Mishima

　　Fabrication of Gallium Nitride Deep-Trench Structures by Photoelectrochemical Etching
　　CS MANTECH 2019 Conference, Minneapolis, USA (2019/4).

４．Fumimasa Horikiri, Noboru Fukuhara, Hiroshi Ohta, Naomi Asai, Yoshinobu Narita, Takehiro Yoshida, 
Tomoyoshi Mishima, Masachika Toguchi, Kazuki Miwa, and Taketomo Sato

　　GaN Wet Etching Process for Power and RF Devices
　　2019 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2019), Nagoya University 
(2019/9).

５．Fumimasa Horikiri, Noboru Fukuhara, Hiroshi Ohta, Naomi Asai, Yoshinobu Narita, Takehiro Yoshida, 
Tomoyoshi Mishima, Masachika Toguchi, Kazuki Miwa, and Taketomo Sato

　　GaN wet etching process
　　13th Topical Workshop on Heterostructure Microelectronics (TWHM 2019), Hotel Grand Terrace 
Toyama (2019/8).

６．Fumimasa Horikiri, Noboru Fukuhara, Hiroshi Ohta, Naomi Asai, Yoshinobu Narita, Takehiro Yoshida, 
Tomoyoshi Mishima, Masachika Toguchi, Kazuki Miwa, and Taketomo Sato

　　GaN Wet Etching Process for Power and RF Devices
　　2019 Asia-Pacific Workshop on Fundamentals and Applications of Advanced Semiconductor Devices 
(AWAD 2019), Busan, Korea (2019/7).

７．三島　友義
　　PECエッチングによるメサ構造GaN p-n接合ダイオード
　　2019年秋期応用物理学会講演会，北海道大学（2019/9）．

８．高井　和之
　　原子層物質の電子物性における化学修飾効果と反応性
　　日本表面真空学会講演大会シンポジウム～２次元表面・界面が創出する特異場の理解と応用～，つくば
国際会議場（2019/10）．

９．高井　和之
　　カーボンマテリアルの電気伝導の基礎とエレクトロニクス応用への課題
　　新化学技術推進協会電子情報技術部会講演会，公益社団法人 新化学技術推進協会，東京（2019/11）．

10．笠原　崇史
　　液体有機ELとMEMSマイクロ流体技術とを融合した電界発光デバイスの開発
　　第16回色材IT（インクジェットテクノロジー）講座，日本大学理工学部，東京（2019/11）．

11．笠原　崇史， 大島　寿郎， 水野　潤
　　MEMSマイクロ流路と液体有機半導体とを用いた有機発光デバイスの開発
　　第26回電子デバイス実装研究委員会，日本橋ライフサイエンスビルディング，東京（2019/7）．
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Ⅳ．刊行誌

１．法政大学イオンビーム工学研究所報告，No. 39.（2020/2）

２．Proceedings of the 38th symposium on materials science and engineering, Research Center of Ion Beam 
Technology, Hosei University, Dec. 18, 2019.

Ⅴ．著書・解説

１．高井　和之
　　高熱伝導材料の開発～さらなる熱伝導率の向上のため～
　　技術情報協会，P524（2019），ISBN: 978-4-86104-754-1.

２．Kazuyuki Takai, Seiya Tsujimura, Kang Feiyu, Inagaki Michio, 
　　Graphene: Preparations, Properties, Applications and Prospects
　　Elsevier, P620 (2019) ISBN: 978-0128195765.

Ⅵ．特許

１．中村　徹，三島　友義，太田　博，山本　康博，堀切　文正
　　半導体装置
　　特願2015-167195（2015/8），特許第6644294号（2020/1）

２．中村　徹，三島　友義，太田　博，山本　康博，堀切　文正
　　半導体装置
　　特願2015-167196（2015/8），特許第6644295号（2020/1）

３．草部　浩一，高井　和之，西川　正浩，劉　明
　　アルカン脱水素触媒，及びこれを用いる水素製造方法
　　特願2019-135780（2019/7）

Ⅶ．研究所を利用した修士論文と修了者

１．ZnOを電子輸送層として用いたペロブスカイト太陽電池の特性評価
　　伊東　和範（法政大学大学院理工学研究科応用化学専攻）

２．金属酸化物を正孔輸送層として用いた逆構造型ペロブスカイト太陽電池の作製と特性評価
　　小林　敏弥（法政大学大学院理工学研究科応用化学専攻）

３．ハロゲン化鉛ペロブスカイトナノ結晶薄膜を用いた太陽電池の作製と特性評価
　　牛膓　雅人（法政大学大学院理工学研究科応用化学専攻）

４．混合有機-無機ペロブスカイト化合物薄膜の各種環境下における耐久性および太陽電池特性評価
　　深澤　祐輝（法政大学大学院理工学研究科応用化学専攻）
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５．Eu賦活ストロンチウムアルミネート系蛍光体の発光特性評価
　　大串　叡壮（法政大学大学院工学研究科電気工学専攻）

６．多孔質Siを原料としたSiナノ結晶コロイド粒子の高効率生成プロセスの開発
　　大坪　準（法政大学大学院工学研究科電気工学専攻）

７．酸化亜鉛ランダムレーザーの発振特性評価
　　小松　亮介（法政大学大学院工学研究科電気工学専攻）

８．脱水素触媒としての欠陥導入グラフェンの電子物性および反応性
　　重久　雄大（法政大学大学院理工学研究科応用化学専攻）

９．酸化グラフェンの化学構造と触媒活性との相関
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